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ABSTRACT

太陽能是一種非常潔淨的能源，不會引起污染及耗盡自然資源或導致全球溫室效應。因此，科技進步國家一直希望發展出

一成熟以及低成本的太陽電池製造技術，以部分取代目前的電力來源。 本論文是使用多種方式對於太陽電池晶片進行表面

粗化特性的研究以及相關製程未來導入量產可能性的探討。實驗中所使用的方法，如以自然微影製程的方式將研磨拋光液

或聚苯乙烯等溶液塗佈至晶片表面，利用溶液內的細微顆粒當作乾蝕刻所需的圖罩，或是傳統的也是最普遍的濕蝕刻方式

，亦或是先進的奈米級電漿蝕刻技術等。藉由這些表面粗化製程達到增加表面積與減少入射光反射的目的。經由本論文實

驗結果發現，在面積為5×5 cm2的晶片，波長為600 nm時，原始晶片的反射率為1.81 %，而以濕蝕刻配合乾蝕刻的兩道蝕

刻方法，其表面粗化效果最好其在同波長所量測反射率為1.36 %，相較於原始值下降了24.8 %。藉由TLM接觸電阻的量測

方式且經過700 oC、10分鐘的熱處理後，其表面金屬電極間的電流電壓特性曲線呈現歐姆接觸趨勢。
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